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  مقدمه -1

 نور به که شود می داده نسبت سیستمی به معمولا نوری آشکارساز
 فوتون شدت و توان با متناسب و نور جذب با و بوده، حساس
 در آشکارسازها این .[1] دکن می تولید الکتریکی سیگنال فرودی،

 زیست محیط و پزشکی امنیتی، ارتباطات، دفاعی، های زمینه
 پژوهشگران امروزه چالش [.۳و2] باشند داشته کاربرد توانند می

 ساخت، ی هزینه نظر از الکترونیکی قطعات این سازی بهینه
 کوچکتر و فناوری پیشرفت با .است دهی سخاپ طیف و بازدهی

 ساختارهای از استفاده اپتوالکترونیکی، و ترونیکیالک قطعات شدن
 بعدی تک ساختار (،)نانوصفحه دوبعدی ساختار مانند نانو ابعاد در

 )نقاط بعدی صفر ساختار و (کوانتومی لوله و سیمنانو ، )نانوروبان
 این میان در است. کرده پیدا رواج پیش از بیش (کوانتومی

 پذیری، تحرک میزان بودن بالا دلیل به دوبعدی مواد ساختارها،
 و نانومواد سایر به نسبت الکترودها در پراکندگی بودن ترکم

 به منجر پیوسته ،سطح واحد در بیشتر های فوتون دریافت امکان
 اساس و پایه که جایی آن از .شد خواهند بیشتر نوری جریان تولید

 ی هزینه کاستن برای است، بوده سیلیکون الکترونیک صنعت
 نانومواد، از استفاده صورت در است بهتر آن، با هماهنگی و ساخت

 آلوتروپ سیلیسن شود. استفاده سیلیسن از ها افزاره این کانال در
 با گرافن، شبیه یخواص دارای که است سیلیکون از عدیدوبُ

 برخلاف اما  .است کربن، بجای سیلیکون از عدیدوبُ ساختار
 جزیی ناصافی یک نسیلیس است، تخت کاملا که گرافن

 های ارتفاع در همسایه های اتم که، صورتی به دارد، خود درساختار
 جالبی خصوصیات عدی،دوبُ  شبه ی ماده این اند. شده چیده متفاوتی

 بودن، ومغناطیسفر و فلزی نیمه کوانتومی، هال اثر جمله، از

 ترین نزدیک گرفتن نظر در و قوی، بستگی تقریب با شده جفت تعادلی غیر گرین تابع ی نظریه از استفاده با پژوهش، این در :چکیده
 های مشخصه .شد سازیشبیه نامتقارن ی آلاییده الکترودهای با سیلیسن زیگزاگ نانوروبان مبنای بر نوری شکارسازآ عملکرد ها، همسایه

 و تابشی فوتون انرژی حسب بر نوری جریان نظیر افزاره ترابردی خواص و ،کانال های حالت چگالی و نواری ساختار جمله از ،الکترونی
 از زارهاف این عملکرد نظری ارزیابی برای .ندآمد دست هب درین به اعمالی ولتاژ حسب بر تاریک جریان چنین هم و خارجی بایاس بدون

 موج طول با یتابش از ناشی افزاره این در نوری جریان یشترینب است. شده استفاده نانومتر 1240 تا 124 ی محدوده در رنگ تک نور
 است. شده جونز ۳/5×۹10آشکارسازی قدرت و  44/8 نوری دهی پاسخ ، %24کوانتومی بازدهی به تجمن که بوده نانومتر 4۳8

 یها  شدت و نانومتر 4۳8 رنگ تک نور تابش تحت و یکتار شرایط در درین به اعمالی ولتاژ برحسب افزاره از عبوری کل یانجر تغییرات

 اتصال جریان کاهش با متناظر که یابد می کاهش کل جریان نور، شدت افزایش با و معین ولتاژ در که شد مشخص .شد ارزیابی مختلف
  است. سیلیکونی خورشیدی های سلول در کوتاه

 کوانتومی. بازدهی نوری، دهی پاسخ فوتونی، جریان نوری، آشکارساز ،سیلیسن نانوربان :کلیدی واژگان 
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 یشنما به خود از را ییابررسانا و بزرگ یاربس یسیمغناط مقاومت

 در زیادی های پژوهش ،اخیر یها سالدر .[4] است اشتهگذ

 انجام یلیسنس ی یهپا بر میدانی اثر یستورهایترانز ی ینهزم
 شده یبررس ماده ینا یترابرد یاتخصوص ها آن در که یرفتهپذ

 ثرا ترانزیستور یک ساختن به موفق ،همکارانش و تائو است.
 کانال طول با نقره از یا  زیرلایه روی بر سیلیسن ی پایه بر میدانی

 را تاریک جریان ،ها آن .[5] شدند آزمایشگاه در میکرومتر،  8/1
 ادامه در و محاسبه درین-سورس ولتاژ و گیت ولتاژ حسب بر

 و کلندنن آوردند. دست به ولتاژ حسب بر را آن مقاومت
 هایی نانوروبان ی پایه بر را، میدانی اثر ترانزیستور سه همکارانش،

 غیر گرین تابع رهیافت از استفاده با ،فسفرن و سیلیسن ،گرافن از
 یک همکارانش و نی چنین، هم .[۶] اند کرده سازی مدل تعادلی

 سیلیسن ی پایه بر را n-i-p تونلی میدانی اثر ترانزیستور
 فلزات با شده آلاییده سیلیسن از آن در که کرده سازی شبیه

 شده استفاده زیستورتران این مختلف نواحی در متفاوت ی واسطه
 این همکاران، و استواری نوری، آشکارساز ی زمینه در .[7] بود

 با گرافن، زیگزاگ و آرمچیر نانوروبان ی پایه بر را افزاره
 تابع روش با بایاس ولتاژ اعمال بدون و نامتقارن الکترودهای

 و خرادی.[8-10] کردند سازی شبیه تعادلی، غیر گرین
 زیگزاگ نانوروبان بر مبتنی نوری آشکارساز یک ،همکارانش

 روش با لیتیوم، و کلر های اتم با  شده غیرفعال های لبه با سیلیسن
 دهی پاسخ های تکمی و کردند سازی شبیه چگالی تابعی ی نظریه
 محاسبه گیت به ولتاژ اعمال با را آشکارسازی قدرت و نوری
 شده انجام یلیسنس روی بر که قبلی مطالعات در [.11] کردند
 یا و گیت )ولتاژ اعمال با همراه نوری و تاریک جریان تولید است،
 ساز آشکار ،حاضر پژوهش در است. بوده درین(-سورس ولتاژ

 و خارجی ولتاژ اعمال بدون که شده سازی شبیه ای بگونه نوری
 الکترودهای حضور در شده ایجاد مناسب نواری خمش بدلیل تنها

 .یابد می شارش خارجی مدار در نوری جریان نامتقارن،
 شود می گرفته نظر در کارایی پارامتر تعدادی آشکارساز، هر برای 

 نوری، دهی پاسخ تاریک، جریان به توان می جمله آن از که
 پژوهش این در .کرد اشاره آشکارسازی قدرت و کوانتومی بازدهی

 گرین عتاب روش به سیلیسن نانوروبان ی پایه بر نوری آشکارساز
 جریان ی بیشینه به نتجم موج طول و شده سازی شبیه تعادلی غیر

 عملکرد موج طول همان در سپس آورد. خواهیم دست هب را نوری

 و نوری دهی پاسخ می،کوانتو بازدهی ی محاسبه با را آشکارساز
 افزار نرم از پژوهش این در کرد. خواهیم بررسی آشکارسازی قدرت
 است. شده استفاده سازی شبیه برای متلب

 محاسبات روش و ساختار-2

 افزاره ساختار-1-2

 زیگزاگ نانوروبان باکانال ، مطالعه تحت نوری آشکارساز ساختار
 1 درشکل شماتیک طور هب ،نامتقارن الکترودهای و سیلیسن

 ی  یه)ناح کانال بخش سه از آشکارساز این .است شده داده نشان
 یبرا است. شده یلتشک نیدر و سورس الکترودهای و فعال(

 رسانا مزیت دلیل به یلیسنس یگزاگز نانوروبان از کانال، ی یهناح
 بر علاوه است. شده استفاده آرمچیر، نانوروبان به نسبت آن بودن
 زیگزاگ نانوروبان ادامه از یندر و سورس یالکترودها یبرا آن،

 ایجاد جهت مس و یریدیوما فلزات با شده ییدهآلا سیلیسنی
 رسانا الکترود از استفاده است. شده استفاده مناسب نواری شخم
 در بار حامل پراکندگی کاهش به منجر ،کانال مشابه  ساختار با

 سازی شبیه آشکارساز در .شود یم  کانال و الکترود اتصال نقاط
 و نانومتر( 15/20 )معادل کانال طول در سیلیکون اتم 52 از شده،

 استفاده نانومتر( 4۶/2 )معادل نالکا عرض در سیلیکون اتم 1۶
 زیرلایه، اثرات از سازی شبیه این در چنین هم است. شده

  .شود می گرفته نظر در بالیستیک ترابرد و کرده نظر صرف

 
شکل1: طرحواره آشکارساز نوری با کانال نانوروبان زیگزاگ سیلیسن و الکترودهای 

 سورس و درین نامتقارن آلاییده به ترتیب با ایریدیوم و مس. 

 و مس های اتم سطحی جذب با  نامتقارن الکترودهای ساختار
 بر ولت، الکترون ۳82/4 و ۹48/4 کار توابع با ترتیب به ایریدیوم
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 قرار است. شده سازی شبیه سیلیسن زیگزاگی نوار نانو ادامه روی
 آن فرمی تراز جابجایی به منجر سیلیسن روی بر اتمها این گرفتن

 نتایج طبق کنند. می n و p نوع آلاییده را آن ترتیبب و شود می
 الکترود در فرمی تراز جابجایی ش،همکاران و نی پژوهش
Cu/Si الکترود برای و ولتالکترون میلی ۳۶5 برابر Ir/Si برابر 

 اندداده نشان تحقیقات [.7] بود خواهد ولت الکترونمیلی ۳15   با
 شود کنترل ای بگونه واندت می سیلیسن روی بر مواد این حضور که
 در آلاییدگی این نتیجه در نکند. مختل را آن الکترونی ساختار که

 ایجاد پتانسیلی های پله کانال، و الکترودها بین ی محدوده
 در ضعیف داخلی الکتریکی میدان یک القای موجب که شوند می

 روی بر آلاییدگی نوع این از استفاده مزیت .شودمی کانال
 به کانال از عبور در الکترون پراکندگی کمترین ایجاد سیلیسن،

 محاسبات در .است ایریدیوم و مس با شده آلاییده الکترود سمت
 ایجاد پتانسیل پله محاسبه در مقادیر این از تنها گرفته صورت

 ها پله این از هریک ی اندازه است. شده استفاده الکترودها در شده

 سطح جایی جابه مقدار کردن وارد با و زیر ی بطهرا از ()
 دست به ولت الکترون  میلی ۹7 و 17 مقدار به مربوطه، فرمی

 ،[8-10] آید می

(1)      

 جایی جابه  و فلز و سیلیسن کار تابع   ،آن در که
 دهند. می نشان را فرمی سطح
 و الکترون جفت تولید موجب کانال ی ناحیه به ها وتونف تابش
 های جهت در را ها آن ،کانال در القایی داخلی میدان و شده حفره

 خارجی مدار در نهایت در دارد. می وا حرکت به یکدیگر مخالف
 بدون فوتونی جریان و شده جمع یکدیگر با آنها از ناشی جریان
 .[8] نندک می تولید را خارجی پتانسیل اعمال

 محاسبات روش -2-2

 گرفتن نظر در با قوی بستگی تقریب در سیستم هامیلتونی
 [،8] شود می نوشته زیر صورت به ها همسایه ترین نزدیک

 

 

 پارامتر  اتم، هر انرژی  کانال، هامیلتونی  جا، این در

 کوانتومی )فنای( خلق عملگر  و ها همسایه بین پرش
 مشخص را انرژی مرجع ی نقطه تنها  که جایی آن از .هستند

 مقدار چنین هم ایم. گرفته نظر در صفر با برابر را آن کند، می
  است. ولت الکترون ۶/1 با برابر سیلیسن برای پرش پارامتر
 به را نور تابش اثر که ستا فوتون-الکترون کنشی برهم ی جمله

 و بار ترتیب هب  و  دوم، ی جمله در کند. می اضافه هامیلتونی
 p و مغناطیسی برداری پتانسیل ، الکترون، جرم
 است. سیستم ی تکانه بردار

 سلول یک هامیلتونی به نیاز نواری ساختار آوردن دست هب برای
 ی رابطه از که است  همسایه های سلول با آن شدگی تجف و واحد
 ،[11] است محاسبه قابل زیر

(۳)  

 () و واحد، سلول یک هامیلتونی  ،آن در که

 نشان را خود(یشپ)پس سلول با سلول هر بین شدگی جفت
 است. الکترونی موج بردار k و سلول هر عرض  دهد. می

 دست به قدم نخستین سیستم، های تحال چگالی ی محاسبه در
 ،[1۳] است سیستم گرین تابع آوردن

 

  کوچک، بینهایت ثابت یک ، انرژی، ،E آن، در که

 کانال، الکتروستاتیک پتانسیل ،U سیلیسنی، کانال هامیلتونی
 از ناشی خودانرژی  و سورس)درین( خودانرژی ،()

 .هستند فوتون-الکترون کنش برهم
 سیستم  فوتونی جریان و   ها تحال چگالی ،سپس

 ،[14و 10-8]آمد دنخواه دست به زیر روابط از

 

 

 

(۶) 
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 نوری ازهایآشکارس کارایی پارامترهای

-لاندائو ی رابطه از سیستم ترابردی خصوصیات تاریک: جریان
 ضرایب ماتریس کار این برای .[15] آید می دست به بوتیکر
 ،دشون می محاسبه زیر روابط از ترتیب به تاریک جریان و انتقال

 

 

 و پلانک ثابت h انتقال، ضرایب ماتریس ،T(E)روابط این در
 الکترودهای برای دیراک-فرمی تابع ،

 ، ،افزاره از عبوری جریان انتها در .هستند سورس)درین(
 ،[1۶] است فوتونی جریان و تاریک جریان مجموع

 

 الکترونیکی های سیستم در تاریک جریان وجود که جایی آن از
 های چالش از یکی آن کاهش شود، می انرژی هدررفت به منجر
  .است ها افزاره این ساخت و سازی بیهش در مهم

 در گذار وتاثیر مهم های پارامتر از یکی نوری: دهی پاسخ
 پارامتر این است. آن  نوری دهی پاسخ نوری، آشکارسازهای

 اپتیکی توان به شده آشکار فوتونی جریان نسبت صورت به
 گیری اندازه واحد با و شده تعریف افزاره، به فرودی

 ،[17] شود می

 

ی  ، توان فرودی به ناحیهجریان فوتونی و  در این رابطه، 
 ی که مطابق با رابطه فعال آشکارساز است

 شدت نور فرودی ، که در آن شودیمحاسبه م 

 ست.مساحت کانال ا و  ωدر بسامد 
 جریان تولید در که هایی حامل تعداد نسبت کوانتومی: بازدهی
 بازدهی را فرودی های فوتون تعداد به هستند، سهیم فوتونی

 :[1۶] شود می محاسبه زیر ی رابطه از و نامند می  کوانتومی

 
توانایی یک آشکارساز برای تشخیص امواج قدرت آشکارسازی: 

شود. به عبارت دیگر،  تعریف می زی آشکارساقدرت نوری، 

برای تبدیل سیگنال دریافتی به کمیتی قابل را  توانایی افزاره
و به صورت زیر گفته  آشکارسازیقدرت گیری، نظیر جریان،  اندازه

 ،شودیمحاسبه مو در واحد جونز 

 

بر حسب انرژی فوتون  دهی نوری پاسخ ماتریس، Rدر این رابطه، 

مقدار جریان ، بار الکترون و  ،q، مساحت کانال، A، دیفرو
 [.1۹و18تاریک در یک ولتاژ خاص است ]

 بحث و نتایج -۳

گذارهای ممکن بین زیر و نیز ساختار نواری  ،بر این اساس
 محاسبه ،حسب انرژی  بر ها تمنحنی چگالی حال ونوارهای انرژی 

به  2شکل اند.  شان داده شدهب ن 2الف و  2ترتیب در شکل ه بو 
عدم وجود گاف نواری در سطح فرمی و خاصیت فلزی  ،وضوح

 دهد. این ساختار از سیلیسن را نشان می

 

برای نانوروبان  محاسبه شده ها )ب( چگالی حالت و ساختار نواری :)الف( 2شکل 
 .)کانال افزاره( زیگزاگ سیلیسن

 ی رنگ در بازه تک ری جریان فوتونی، از تابش نو برای محاسبه
ی انرژی  ولت )محدوده الکترون 10تا  1/0وسیعی از انرژی بین 

و   1 با شدت و  فروسرخ تا فرابنفش خورشید کور(
بدون اعمال ولتاژ بایاس استفاده شده است. طیف جریان فوتونی 

 نشان داده شده است. ۳محاسبه و در شکل ،با این شرایط
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جریان فوتونی برای آشکارساز بر مبنای نانوروبان زیگزاگ سیلیسنی : نمودار ۳شکل 
( تحت تابش نور با Ir/Si-Cu/Siسورس و درین ) قارنتبا الکترودهای نام

 و بدون اعمال ولتاژ خارجی 1 شدت

 توسط شده تولید نوری جریان توجه قابل پیک سه ،۳ شکل
 نشان را ولت، ونالکتر 1-۳ تقریبی ی محدوده در آشکارساز

 گذار یک ی دهنده نشان فوتونی جریان طیف در پیک هر دهد. می
 ی بیشینه .الف( 2 )شکل است رسانش نوار به ظرفیت نوار از مجاز

 4۳8 موج طول در میکروآمپر 18۶/4 بزرگی با فوتونی جریان
 متناظر که آمده دست به آبی( نور ی محدوده در D پیک) نانومتر

  است. مجاز گذار ترین محتمل با

 تا 1 از رسانشنوار ابتدای تا ظرفیت نوار ابتدای از را زیرنوارها اگر
 نوری، جریان نمودار در (A) پیک نخستین کنیم، عددگذاری 1۶

 همین به دهد. می نشان را (۹ به 7 )10 به 8 زیرنوار از گذاری
 زیرنوار از انتقالی تواند می ، (C) پیک سومین و (B) دومین ترتیب

 کند. توصیف را (11 به 7) 10 به ۶ زیرنوار از و (11 به ۹ ) 8 به ۶
 در نیز ،(D) پیک بلندترین دیگر، عبارت به ،جریان ی بیشینه
 این به است. پذیر امکان (11 به ۳ ) 14 به ۶ زیرنوار از انتقالی
 زیرنوار از ،سیلیسن زیگزاگ نانونروبان در مجاز گذارهای ،ترتیب

 این که بود خواهد زوج)فرد( اندیس به زوج)فرد( اندیس با
 در زیگزاگ ی لبه با رافنگ نانوروبان مورد با انتخاب ی قاعده
 .[21 و20] است کامل تطابق

 قدرت و کوانتومی بازدهی های رابطه بودن متناسب به توجه با
 و کوانتومی بازدهی تغییرات نمودار فوتونی، جریان با آشکارسازی

   شدت با فرودی فوتون انرژی حسب بر آشکارسازی تقدر
 محاسبه ولت 1/0 درین ولتاژ در تاریک جریان و  ۱ 

 اند. شده گذاشته نمایش به ،4 شکل در و

 
نمودار  و میکوانتو هیبازد( چپمحور  مقیاس با) ممتدخط   نمودار:  4 شکل

 با نور تابش تحت زی( قدرت آشکارساراستمحور  مقیاس با) چین خط

 ولت. 1/0  درین در ولتاژ تاریکجریان و  1 شدت

 بازدهی ی بیشینه شود، می مشاهده 4 شکل در که طور همان
 آشکارسازی قدرت و %24 حدود در افزاره این برای کوانتومی

 ی مرتبه سه حدود که است آمده دست به جونز ۳/5×۹10 با برابر
 از .است کمتر (11 )مرجع خرادی شیرمبا ی نتیجه از بزرگی

 جریان مقدار با وارون نسبت آشکارسازی، قدرت که جایی آن
 این در توجهی قابل افزایش موجب آن مقدار کاهش دارد، تاریک
 نانوروبان مبنای بر افزاره در کمیت این بزرگی شد. خواهد کمیت

 رجع)م کلر و ملیتی با شده غیرفعال های لبه با سیلیسن زیگزاگ
 نتیجه در و آن کانال رسانایی نیم خاصیت از ناشی تواند می (11

 .باشد پژوهش این با مقایسه در کمتر تاریک جریان مقدار

 تابش درحضور ،ینور دهي پاسخ ی بیشینه ی محاسبه یبرا

 در را تابش شار شدت نانومتر، 84۳ موج طول با رنگ تک نور

 یانجر نمودار شیب و هادد رتغیی  10 تا 1 ی بازه

 آشکارساز، فعال یحیهنا به ودیفر توان برحسب تونيفو

 مقدار این .کند مي تعیین را نوری دهيپاسخ یبیشینه

  44/8  با برابر شده سازی هشبی آشکارساز برای

 تطابق [5] مرجع در آمده دست هب مقدار با که است شده محاسبه
 دارد.
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 مبنای بر آشکارساز برای فرودی نور توان حسب بر نوری جریان :5 شکل

Ir/Si-) درین و سورس نامقارن الکترودهای با سیلیسني زیگزاگ نانوروبان

Cu/Si) خارجي. ولتاژ اعمال بدون و  

 ولتاژ برحسب افزاره از عبوری کل انیجر یمنحن ،۶ شکل نمودار
 تابش تحت و متد(م ی)منحن کیتار شرایط در را درین به اعمالی

 و (ولتالکترون 82/2 یانرژ )با نانومتر 4۳8 رنگتک نور
 .دهد یم نشان   5 و ۳ ،1 یها  شدت

 جریان خلاف جهتی در فوتونی جریان ،نور تابش شرایط در
 زیاد با معین ولتاژ هر در آن، ی نتیجه در که دشو می تولید تاریک
 کل جریان ،فوتونی جریان ایشافز آن، تبع به و نور شدت شدن

 تابشی( نور شدت افزایش )با کل جریان کاهش یابد. می کاهش
 های سلول در کوتاه اتصال جریان کاهش با مشابه افزاره این در

 منحنی که تفاوت این با ،[2۳ و 22] است سیلیکونی خورشیدی
 بوده خطی غیر سیلیکونی خورشیدی های سلول در ولتاژ-جریان

 این بودن رسانا از ناشی که است خطی افزاره این برای ولی
 .است سیلیکون از ساختار

 
 

 مبنای بر آشکارساز برای درین ولتاژ حسب بر جریان نمودار : ۶شکل

Ir/Si-)درین و سورس نامقارن الکترودهای با سیلیسني زیگزاگ نانوروبان

Cu/Si) ۳ چین(، خط ) ۱ تابش تحت و ممتد( منحني ) تاریکي در 

 .نانومتر ۴۳۸ موج طول در چین(،  )نقطه  5 و نقطه(-چین )خط

 گیری نتیجه -4

 با تعادلی غیر گرین تابع روش از استفاده با پژوهش، این در
 آشکارساز یک فوتون،-الکترون کنش برهم و قوی بستگی تقریب
 الکترودهای با سیلیسن، زیگزاگ نانوروبان مبنای بر نوری

 است. شده سازی شبیه خارجی، ولتاژ اعمال بدون و نامتقارن
 این کانال که داد نشان ها حالت چگالی و نواری ساختار محاسبات

 مرئی نور تا فروسرخ ی بازه در همچنین، است. بوده رسانا افزاره
 وجود آشکارساز این فوتونی جریان طیف در توجه قابل پیک سه
 طول با تابش به وطمرب افزاره این در نوری جریان بیشترین .دارد
 ، %24کوانتومی بازدهی به منجر که بوده نانومتر 4۳8 موج

 ۳/5×۹10آشکارسازی قدرت و  44/8 نوری دهی پاسخ
 ولتاژ برحسب افزاره از عبوری کل جریان منحنی است. شده جونز

 رنگتک نور تابش تحت و تاریکی شرایط در درین به اعمالی
 که شد مشخص و شد ارزیابی مختلف یها  شدت و نانومتر 4۳8

 کل جریان ،افزاره به تابشی نور شدت افزایش با معین ولتاژ در
 آشکارساز چنین که دهند می نشان نتایج این یابد. می کاهش
 است. برخوردار بالایی کارایی از نوری
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Abstract: In this research, a Zigzag edge Silicene Nanoribbons (ZSiNR) photodetector having asymmetric doped 

source and drain electrodes has been simulated using the tight-binding approximation and taking account first 

nearest neighbors, coupling to Non-Equilibrium Green Function approach. The electronic characteristics including 

band energy structure and density of states of the Chanel and transport traits of the device such as photocurrent in 

terms of incident photon energy in the absent of external bias, moreover the dark current versus applied voltage to 

the drain have been determined. For theoretical assessment of device performance, monochromatic illumination in 

the range of  has been used. The maximum photocurrent of this device is related to 438 nm 

illumination which resulted the quantum efficiency of 24%, photoresponsivity of 8.44 A/mW, and detectivity as 

much as ∼10
9
 Jones.  Variations of device total current versus drain voltage in dark and of monochromatic 438 nm 

illumination with different intensities has been assessed. It is revealed that, in constant applied voltage, as the 

illumination intensity increases the total device current reduces which is correspond to reduction of  short circuit 

current of silicon solar cells.  


